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Dimensionamento de Transistores
Parasitas RC em Portas CMQOS
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Resisténcia de Canal do Transistor

S D
v e Transistor nao é “‘chave ideal’.
R e Canal do transistor = resisténcia
S —+—D e Transistor conduzindo:

resisténcia pequena (R = 0)

canal do transistor . ] ,
e Transistor “‘cortado’;

resisténcia muito alta (R = o0)
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Dimensionamento de Transistor MOS
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Inversor CMOS :
(resisténcia parasita) ~ Al fr=1
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Capacitancia (C)

dielétrico
(isolante)
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Dimensionamento do Transistor MOS
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Inversor CMOS :
(capacitancia parasita) 4 £
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Associacao de Transistores
( “ON"=r/2
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Transistores em Série

Transistores em Paralelo
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* Mais de 4 transistores em série devem ser evitados !!!
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Consumo (Dissipacao de Poténcia)
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e Corrente de Carga: lout
e Corrente de Curto-Circuito:

e consumo estatico =~ 0
e consumo dinamico (transicdo) = lout + lcc
e consumo total = estatico + dinamico
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* A variacao de We L afetao
tempo de transicdo dos sinais e
2N t 0 consumo da porta légica.




